Anwendungsbeispiel

Chipkarten-Produktion
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Plasma-Aktivierung von Chipkarten-Modulen

Durch Oberfldchenaktivierung
im Niederdruckplasma verbes-
sern sich der Randwinkel und
die Oberflachenenergie (und
damit die Klebstoffhaftung) an
zwei relevanten Punkten des
Moduls signifikant.

Die Anlage V80-G ist u.a.
flir die Plasma-Aktivierung

von Chipkartenmodulen
ausgelegt.
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Anwendungen

Die Haftung der Module in Chipkarten ist
von entscheidender Bedeutung fur die
Qualitdt und die Lebensdauer der Karten.
Ist sie zu gering, kann sich das Modul z.B.
bei starker Biegebeanspruchung von der
Chipkarte 16sen und die Karte unbrauchbar
machen. Um dieses zu verhindern und eine
optimale Haftung der Hot-melt-Verklebung
zu erzielen, werden die Module vor dem
Verkleben im Plasma aktiviert.

Anlagentechnik

Da mit einem Gas gearbeitet wird, genligen
schon kleinste Spalten, um eine Behand-
lung auch schwer zugédnglicher Stellen durch-
flhren zu kénnen. Deswegen ist es auch
moglich, eine komplett bestlickte Spule

zu bearbeiten, ohne eine teure Auf- und
Abwicklung vorzunehmen. Ein vorhandenes
Interleaf stort dabei nicht. Nattrlich kénnen
die Module auch in Magazinen behandelt
werden. Der Bearbeitungsprozess lauft voll-
kommen selbststandig und ohne weitere
Bearbeitungsschritte ab.

Plasmaprozess

Durch die Behandlung in einem Sauerstoff-

Plasma wird die Benetzbarkeit der Oberfla-

che verbessert, was mit einer Erhdhung der
Oberflachenenergie einhergeht (Diagramm 1).
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Diagramm 1

Polare funktionelle Gruppen werden an der
Polymeroberflache ausgebildet, metallische
Oberflachen gereinigt. Dies lasst sich an-
hand des Randwinkels von \Wasser veran-
schaulichen. Nach der Behandlung spreizt
der Wassertropfen auf, d.h. der Winkel
verringert sich (Diagramm 2).
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Dies hat zur Folge, dass der Kleber besser
auf dem Untergrund haftet (Diagramm 3).
Die Kraft, die zum Herausldésen des Moduls
aufgewendet werden muss, erhoht sich
dadurch erheblich. Der Plasmaprozess fin-
det bei Raumtemperatur unter Einsatz von
ungiftigen Gasen statt, und es entstehen
keinerlei gefahrliche Abfallprodukte.
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Diagramm 3
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